






Χωρίς πόλωση n - πηγαδιού (well) εμφανίζει παρασιτικά
φαινόμενα , σαν μια παρασιτική συσκευή PNP.Μια απευθείας τάση
Vdd πάνω στο Drain μπορεί να καταστρέψει το κύκλωμα. Με
σωστή τάση πηγαδιού n+ - well Vdd σε μια επαφή n+ well στην
περιοχή του πηγαδιού n - well αποφεύγονται τα παρασιτικά
φαινόμενα.
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Το μοντέλο 1 MOS Model 1 είναι το απλό μοντέλο, το μοντέλο 3
MOS Model 3 στους υπολογισμούς λαμβάνει υπόψην ένα σύνολο
απο φυσικούς περιορισμούς με κάποιον ημι - εμπειρικό τρόπο. Στο
μοντέλο BSIM4 υποστηρίζει τεχνολογία εξαιρετικά λίγων μικρών ,
υποστηρίζει τις τρεις (3) περιοχές λειτουργίας: γραμμική, κόρου,και
κάτω απο το κατώφλι Vgs< Vt και παρέχει μια τέλεια συνέχεια
μεταξύ των περιοχών, εισάγει μια νέα περιοχή όπου κυριαρχεί το
φαινόμενο της σύγκρουσης των ιόντων. Επίσης υποστηρίζει γύρω
στους 300 παραμέτρους. Εμείς χρησιμοποιούμε γύρω στους 20.











Επιδράσεις απο την θερμοκρασία
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